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CAPACIDADES PREVIAS

Se recomineda haber cursado con aprovechamiento la asignatura de Electrdnica Digital y Tecnologia Electronica

COMPETENCIAS DE LA TITULACION A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Especificas:
1. Capacidad para disefiar sistemas electronicos analdgicos, digitales y de potencia.

Transversales:

2. COMUNICACION EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de publico y a los objetivos de la comunicacién utilizando las estrategias y los medios adecuados.

3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACION - Nivel 3: Planificar y utilizar la informacion necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexidn critica sobre los recursos de informacion utilizados.

METODOLOGIAS DOCENTES

En las sessiones de teoria se mostrara como analizar y disefiar circuitos electrénicos digitales integrados (chips) y configurar
dispositivos programables (FPGA y CPLD) mediante la exposicion de contenidos por parte del profesor y la realizacion de ejercicios.
Paralelamente, en el laboratorio el estudiante aprenderd a usar herramientas informaticas de disefio electrénico para hacer sus
propios disefios y asentar los conceptos aprendidos en las sesiones de teoria.

También se realizara de forma dirigida, un pequefio proyecto de disefio y verificacion experimental de un circuito electronico digital
usando herramientas de disefio de alto nivel (VHDL).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Aprender a analizar y disefar circuitos electrénicos digitales integrados sobre circuitos de aplicacion especifica (ASIC) o dispositivos
l6gicos programables estandard (PLD) usando lenguajes de descripcion hardware de alto nivel.

Aprender a analizar y disefar los elementos basicos que forman un circuito electrdnico digital.

Conocer las herramientas de Automatizacién para el Disefio Electrénico (EDA) que hay disponibles en el mercado.
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HORAS TOTALES DE DEDICACION DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje
Horas grupo grande 45,0 30.00
Horas grupo pequeio 15,0 10.00
Horas aprendizaje auténomo 90,0 60.00

Dedicacion total: 150 h

CONTENIDOS

Introduccion a la microelectronica

Descripcion:
Introduccién y conceptos basicos de la tecnologia y el disefio microelectrdnico

Objetivos especificos:
Introducirse en los fundamentos de la microelectrénica

Actividades vinculadas:
Cap

Competencias relacionadas:
CEEIA-24. Capacidad para disefar sistemas electrénicos analdgicos, digitales y de potencia.

04 COE N3. COMUNICACION EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones

orales y escritas adaptadas al tipo de publico y a los objetivos de la comunicacién utilizando las estrategias y los medios

adecuados.

06 URI N3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACION - Nivel 3: Planificar y utilizar la informacién necesaria para un

trabajo académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexién critica sobre los recursos de

informacion utilizados.

Dedicacion: 5h
Grupo grande/Teoria: 2h
Aprendizaje autonomo: 3h

Descripcion hardware de alto nivel de circuitos integrados (VHDL)

Descripcion:

El lenguage VHDL y su aplicacién al disefio de circuitos integrados digitales.
Sentencias concurrentes

Sentencias secuenciales

Generacidn de testbenches

Generacion de ficheros de restricciones

Conceptos avanzados del disefio digital

Objetivos especificos:
Aprender a disefar sistemas digitales mediante descripciones hardware de alto nivel

Actividades vinculadas:

Realizacién de un disefio digital usando el lenguaje de descripcion hardware de alto nivel VHDL y verificacion practica de su

funcionalidad sobre un dispositivo programable (FPGA)

Dedicacion: 54h 30m

Grupo grande/Teoria: 19h
Grupo pequefio/Laboratorio: 7h
Aprendizaje auténomo: 28h 30m
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Revision de los fundamentos del transistor MOS

Descripcion:

Modelos del transistor MOS y conceptos basicos
Las curvas caracteristicas del transistor MOS
Regiones de funcionamiento

El transistor NMOS vs el transistor PMOS

La fuente de corriente

Objetivos especificos:
Conocer los fundamentos de los transistores de tecnologia MOS y poder usar los modelos correctamente para el disefio y el
analisis de circuitos.

Actividades vinculadas:
Obtener las curvas de tensidén-corriente de los transistores MOS de tipo N y P mediante simulaciones y extraer los parametros
mas importantes.

Competencias relacionadas:

CEEIA-24. Capacidad para disefar sistemas electrénicos analdgicos, digitales y de potencia.

04 COE N3. COMUNICACION EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones
orales y escritas adaptadas al tipo de publico y a los objetivos de la comunicacién utilizando las estrategias y los medios
adecuados.

06 URI N3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACION - Nivel 3: Planificar y utilizar la informacién necesaria para un
trabajo académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexion critica sobre los recursos de
informacién utilizados.

Dedicacion: 18h

Grupo grande/Teoria: 4h
Grupo pequeno/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autonomo: 12h

El proceso microelectrénico

Descripcion:

Introduccion

Descripcion del proceso microelectrénico VLSI
El layout

Objetivos especificos:
Conocer como es el proceso para la fabricacion de circuitos integrados de tecnologia CMOS i comprender sus implicaciones en el
comportamiento y en las prestaciones de este tipo de circuitos.

Actividades vinculadas:
Dibujar el layout de un circuito microelectrénico elemental.

Competencias relacionadas:

CEEIA-24. Capacidad para disefar sistemas electrénicos analdgicos, digitales y de potencia.

04 COE N3. COMUNICACION EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones
orales y escritas adaptadas al tipo de publico y a los objetivos de la comunicacién utilizando las estrategias y los medios
adecuados.

06 URI N3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACION - Nivel 3: Planificar y utilizar la informacidn necesaria para un
trabajo académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexion critica sobre los recursos de
informacion utilizados.

Dedicacién: 10h
Grupo grande/Teoria: 4h
Aprendizaje auténomo: 6h
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El inversor CMOS

Descripcion:

Estructura del inversor CMOS
Comportamiento del inversor en continua
Comportamiento dindmico del inversor

Objetivos especificos:
Comprender el comportamiento de un inversor CMOS, ser capaz de analitzar sus comportamientos estatico y dindmico y poder
disefiarlo seglin unas especificaciones determinadas.

Actividades vinculadas:
Disefiar y verificar el comportamiento mediante simulaciones de un inversor CMOS.

Competencias relacionadas:

CEEIA-24. Capacidad para disefar sistemas electrénicos analdgicos, digitales y de potencia.

04 COE N3. COMUNICACION EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones
orales y escritas adaptadas al tipo de publico y a los objetivos de la comunicacién utilizando las estrategias y los medios
adecuados.

06 URI N3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACION - Nivel 3: Planificar y utilizar la informacidn necesaria para un
trabajo académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexion critica sobre los recursos de
informacidén utilizados.

Dedicacién: 21h 30m

Grupo grande/Teoria: 6h

Grupo pequefio/Laboratorio: 2h
Aprendizaje auténomo: 13h 30m

Puertas logicas estaticas

Descripcion:

Descripcion de las puertas NAND y NOR estaticas
Comportamiento en continua de las puertas NAND y NOR
Comportamiento dindmico de las puertas NAND y NOR
La légica AND-OR-INVERSOR

La puerta de transmision CMOS

Objetivos especificos:
Comprender el comportamiento de una puerta légica CMOS, ser capaz de analiar sus comportamientos estatico y dindmico y ser
capaz de disefiar una segun unas especificaciones determinadas.

Actividades vinculadas:
Disefiar y verificar el comportamiento mediante simulaciones de una puerta l6gica CMOS.

Competencias relacionadas:

CEEIA-24. Capacidad para disefar sistemas electrénicos analdgicos, digitales y de potencia.

04 COE N3. COMUNICACION EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones
orales y escritas adaptadas al tipo de publico y a los objetivos de la comunicacién utilizando las estrategias y los medios
adecuados.

06 URI N3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACION - Nivel 3: Planificar y utilizar la informacién necesaria para un
trabajo académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexion critica sobre los recursos de
informacidén utilizados.

Dedicacion: 23h

Grupo grande/Teoria: 6h
Grupo pequefio/Laboratorio: 2h
Aprendizaje auténomo: 15h
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Circuitos secuenciales

Descripcion:

El latch RS

El biestable activado por nivel
El activado por flanco de reloj

Objetivos especificos:
Comprender el comportamiento de un biestable CMOS, ser capaz de analiar sus comportamientos estatico y dinamico y ser capaz
de disefar uno segun unas especificaciones determinadas.

Actividades vinculadas:
Disefiar y verificar el comportamiento mediante simulaciones de un biestable CMOS.

Competencias relacionadas:

CEEIA-24. Capacidad para disefar sistemas electrénicos analdgicos, digitales y de potencia.

04 COE N3. COMUNICACION EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones
orales y escritas adaptadas al tipo de publico y a los objetivos de la comunicacién utilizando las estrategias y los medios
adecuados.

06 URI N3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACION - Nivel 3: Planificar y utilizar la informacidn necesaria para un
trabajo académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexion critica sobre los recursos de
informacidén utilizados.

Dedicacion: 18h

Grupo grande/Teoria: 4h
Grupo pequefio/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autonomo: 12h

SISTEMA DE CALIFICACION

Nota final: Control de seguimiento: 10%; Prueba escrita 25%, Trabajo de laboratorio: 25%, Realizacién de un proyecto de disefio:
40%

NORMAS PARA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS.

Es obligatorio haber realizado las practicas y llevar el DNI u otro documento identificativo el dia de las pruebas.
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